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B.E.P. des Métiers de 1'électronique Session 2006

Epreuve EP3

B ' Etude de la fonction FS1.2 ]

A l'aide de la documentation constructeur du composant repéré IC7 :

1-a) Recherchez I'équation de la durée de maintient du RESET a la mise sous tension TeR,
en précisant les unités de chaque grandeur physique.

1-b)  Calculer Tpg.

Trr = 1000 X 470.10° = 470 /1

TPR: 1OOOXCT TpRmm/o, ol CTQ/I’L“F IZJ

1-c)  Quelle est la valeur de Vcc en des

sous de laquelle le circuit composé du composant
IC7 provoque une remise a zéro ?

VSL — 4,200 /2
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B.E.P. des Métiers de I'¢lectronique Session 2006 Epreuve EP3

L Etude de la fonction FS1.4 l

A l'aide du document constructeur de IC3 :

2-a) Donner la désignation du composant IC3.

Nsmoire 27C512 /1

2-b) Quelles sont les informations stockées dans le composant IC3.

2-c) _Donner la capacité en kilo-octets du composant IC3.

5126Bit/ 8 = 64Lookets 12
ou alorn 2°/2'° = 65586,/1024 = G4lootets
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B.E.P. des Métiers de I'électronique Session 2006

Epreuve EP3

[ ' Etude de la fonction FS2.1 ]

La structure étudiée est celle informant de la position du contact de PORTE 1_OUVERTE.

En régime établi, les composants capacitifs C20 et C40 n’interviennent pas. Le schéma
structurel de FS 2.1 est alors le suivant -

24V
R20
R40 ot
E > S
Vex - 720 Z S Vi
M M
——
Fig.1

3-a) Donner le nom et la référence du composant Z20.

Y ede Yener de wéférence BZX55C4.7V /1

3-b) Lorsque la porte est fermée, le contact de porte, branché entre les bornes E et M, est
ouvert. Donner I'état de la diode Z20 puis déterminer la valeur de Vgy.

.

oga diade Z20 MWM& (o/u WMW) dana fe ens wense.

Vsm = 4,7°0 /2
3-c) Lorsque la porte est ouverte, le contact de porte, branché entre les bornes E et M, est
fermé. Déterminer la valeur de Vem. En déduire celle de Vsm.
VEM — OG\O /2
VSM — OG\O
A5
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B.E.P. des Métiers de I'électronique Session 2006 Epreuve EP3

| Etude de la fonction FS2.1 ]

On désire valider le dimensionnement du composant résistif R20 en calculant sa puissance.

4-a) Donner la valeur maximale de Ia différence de potentiel U20,max aux bornes de R20 ?

U20max = 240 /1

4-b) En déduire la puissance P20 dissipée dans le composant résistif R20.

P=W/R = 24/22.10° = 0,26 /2

4-c) Valider votre résultat en le comparant a la valeur de la puissance du composant résistif
R20 donnée dans le schéma structurel de FS2.1.

O(BQWW de 9120‘%/{ 1/279 aoil 0,570

0,2670 < 0,570 donc ECLWM de 9120 el correcte.,
| /2
i |

— |
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B.E.P. des Métiers de I'électronique Session 2006 Epreuve EP3

| Etude de la fonction FS2.2 |

La structure étudiée est celle informant de la position du contact de PORTE 1_OUVERTE.

5-a) Donner le réle (en francais) du composant IC11 a I'aide de son document constructeur.

(AHC541 :8%&0&4@3@%&0@@8%. /1

5-b)  Sur quel bus sont transmis les si
IC15?

gnaux délivrés par les circuits intégrés IC11 3 IC13 et

SWLE@@M de donndens. /1

5-c) Comment est évité le conflit de données sur le bus de données ? Citer le nom de la
broche des circuits intégrés IC11 aI1C13 et IC15 empéchant ce conflit.

Qmafammaifmw%ma%omsmﬂm@
% la broche OE\ (Output Gnable). /2

5-d) En vous aidant de la documentation con

appliquer sur les entrées OE1\ et OE2\
transmis sur ses sorties ?

structeur de IC11, donner le niveau logique a
pour que les signaux d’entrées de IC11 soient

OENN=0 o OE2\ =o /1

5-e) Lorsque la condition

précédente n’est pas respectée, quels sont les états des sorties de
IC11?
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B.E.P. des Métiers de I'électronique Session 2006

Epreuve EP3

L Etude de la fonction FS3.1 ]

L'étude de cette fonction est limitée a la structure réalisée par les composants D6, R18, R86
et C9. L’entrée IN 19 est au niveau logique haut.

6-a) Quel est I'état de la diode D6 ?
Donner alors un ordre de grandeur de la différence de potentiel Uak & ses bornes.

D6 <ot passante (ou conductrice).
UAK — 0,673 /2

|

On désire modéliser par un modéle de Thévenin le schéma suivant & gauche des bornes S et M.

R18
R,
E —| — ' S
Vi R Ve  ——C0
M | M —
Fig.2

6-b) Dessiner le schéma du modeéle de Thevenin. On notera Rth son élément résistif et Ety

Sa source de tension. Sur ce schéma, placer les bornes de sortie et flecher la différence
de potentiel Vgy.

== M /2

|

6-c) Déterminer I'expression littérale de Ety en fonction de Vem, R18 et R86 puis calculer Ety
sachant que Vgy = 4,1V.

R86 10.10°
E. = Vo e 4,1=37v
" R86+RI8 ™ 10.10°+110° /2
Etude de la fonction FS3.1
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B.E.P. des Métiers de I'électronique

Session 2006

Epreuve EP3
6-d) Déterminer I'expression littérale de Rrn en fonction de R18 et R86 puis calculer Ryy.
1
RTH = ——— 1 —=9090 /2
—+ +
L RI8 R86 1.10° 10.10°

6-e) Le retard du signal correspond & la du
a la valeur de V,_du composant IC16.

A Taide de la documentation construct

maximale de V,_ notée Vil

rée t que met le condensateur C9 & se décharger

eur de ce composant, déterminer la valeur

VILmax = 0,86\0

dans le dossier), déterminer la du

décharger (a travers R86) & la valeur Vy ey sachant que :

R86= 10kQ, C9 = 220uF, U

initiale = 3,9V, Uasymptotique =0Vet U(t) =0,8V.

rée minimale ty, que met le condensateur C9 3 se

Ve u(t) —Uinitiale _08-39

A Uasymptotjue—Uinitiale (- 39

0,79

@’W b coube cwoivssante, i Y=0,79 a/fom) on fw&‘/\}e X=1,6
C= R86.C0 = 10.10° x 220.10° = 2.9,

t.. = Xx{=16x(= 1,6 x 2,2 = 3,59,

/3
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B.E.P. des Métiers de I'électronique Session 2006

Epreuve EP3

| Etude de la fonction FS4.3 ]

Le schéma stkucturel relatif & la fonction secondaire FS4.3 est le suivant :
24V_DC

VBEsat =- 0,1V

Voyants des
3 paliers

P e e e e e e o e

VVOY
0
@ Fig.3 Y e
7-a) Quel est le type du transistor Ty ?

7-b)  Quels sont les signes des intensités I

4 et lcq et des différences de potentiel Vggs et
Vces pour que le transistor T, conduise?

lg4 ot lca doivent shre négza/{’/m}e/a,

/1
VieEs ot Vces doivent stre néﬂa/{/m@%,

Premiére étude : Le composant connecté a gauche des bornes

Q et M se est modélisé par un
circuit ouvert.

8-a) Donner la valeur de I79.

70 = OA /1
8-b)  Donner I'expression littérale de l15 en fonction de lyg et Ig,, puis calculer l15 sachant que
|B4=O.
l15 + 179=Igs donc l15 = lgg — l7g /2
l1s =0 -0 = 0A
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B.E.P. des Métiers de I'électronique Session 2006 Epreuve EP3

B Etude de la fonction FS4.3 ]

8-c) Donner I'expression littérale de Vees en fonction de Rys et 14,

puis calculer Vgg,.

VBE4 = -R15 X |15 =0V car |15 = 0A /1

‘ 8-d) Donner alors I'état du transistor T4 puis en déduire I'état des voyants paliers.

—
| T4 eot blogus donc fes doyants aont steinto, "

_

Deuxiéme étude : Le composant connecté a gauche des bornes
source de tension de valeur 1,1V,

Q et M est modélisé par une

9-a) Donner I'expression littérale de Vvoy

T
Vvoy =24V — DC + Vg

/3

9-b) Calculer la valeur de Vvoy

VVOY=24+ (- 0,1) /1
VVOY = 23,9 V

9-c) Déduire de la question précédente I'état des trois paliers

Opee, =28,9 V = 24 D done

&ASOWWM i
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B.E.P. des Métiers de I'¢lectronique Session 2006 Epreuve EP3

L Etude de la fonction FS4.5 T

10-a) Exprimer puis célculer le nombre maximal de combinaisons disponibles en entrée de
cette fonction.

24 co/m/g/mm/a/om donc 16 oozm/nga/wom/o, /1

Le schéma structurel de la fonction FS4.5 est le suivant :

R1A
€ N A
H_

N
R2A
R1B B
— -
R2B
Qf ——={
/T\ Vem
R2C
R1D D
Q4 Veum
R10 Vou
M M
Fig.4

L'expression de VA est la suivante :

VA = ETH7 = VQ7 + VQ6 + VQS 1 VQ4
2 4 8 16
Conditions :
Un niveau logique bas est représenté par un potentiel V.
Un niveau logique haut est représenté par un potentiel 5V.

10-b) Calculer la résolution (LSB) du convertisseur correspondant a la mise au niveau logique
haut du bit de poids faible uniquement.

5°0/16 = 0,3125%0 /1
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B.E.P. des Métiers de I'électronique

Session 2006

Epreuve EP3

0

Etude de la fonction FS4.5

SN

10-c) Compléter le tableau suivant :

Q7 Q6 Q5 Q4 Var/ 2 Vas / 4 Vas/8 | Vqs/16 | VA (V)
(V) (V) (V) (V)

0 0 0 ov ov ov ov ov

0 O | oD 00 06250 00 [o0,6250

0 1 1 0 00 | 1,250 06250 00 [1.8750

1 0 1 ¢ 250 | 00 |0,6250| 00 [31250

10-d) La valeur maximale de VA est 3,125V. Co
sans dépasser 3,125V (ne pas oublier de

11 salewrs

/2

mbien de valeurs différentes peut prendre VA
compter la valeur 0V)?
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B.E.P. des Métiers de I'électronique Session 2006

Epreuve EP3
L Etude de la fonction FS4.6 I
R11 IC2-A
A lg+
—é— 4 > 00
S
N 54\
2] A
'12Y
Vam
V
R13 =
R12
M R — M

Fig.5

11-a) Quel est le régime de fonctionnement de I'AlL IC2-A ? Justifier votre réponse.

En déduire la valeur de la ddp différentielle € entre I'entrée inverseuse et I'entrée non
inverseuse de 'AlL.

WWW&Eﬂ,ammﬁm&ef@W&ef)AleowL

£ =0T

1

11-b) Donner le nom du montage réalisé autour de I'AIL IC2-A.

11-c) Donner les valeurs de I, et le. €n supposant que I'AlL IC2-A est parfait.

lo- = I = OA /1
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B.E.P. des Métiers de I'électronique Session 2006 Epreuve EP3

| Etude de la fonction FS4.6 l

11-d) A l'aide des lois fondamentales (loi des nceuds, loi d’'Ohm,

difféerences de potentiel), déterminer I'expression littérale de I'am
Vsm/Vam de ce montage.

loi sur I'addition des
plification a vide Av =

—

Var _(RI2+RI3)I,
Ve  RI2112

Av=

car l.=0A

v Vo _ RI2+RI3

Va  RI2

/2

11-e) Calculer Av.

3 3
AVZIOO.IO +_3330.10 —43

100.10 /1

]
11-f) Calculer Vsu lorsque Vay = 0V, puis lorsque Vau = 3,125V.
VAM =0V VSM =0V

Vam = 3,125V Vgy = 13.44V /1

— |

Regroupement inter — académique II-A : Caen - Nantes - Rennes - Réunion — Rouen Page 14/ 17



B.E.P. des Métiers de I'électronique Session 2006 Epreuve EP3

| Etude de la fonction FS4.6 ]

L'étude suivante consiste & justifier la présence d’un dissipateur sur le transistor T3.

12-a) Calculer la puissance maximale Prsmax dissipée par le transistor T3 sachant que

Veemax=20V et Imotmax = Ic = 0,5A (pour cela on suppose le courant de base de T3
négligeable et égale a 0).

Pramax = Veemax X IMoTmax = 20 X 0,5 =10W | /1

12-b) Rechercher dans le document constructeur de T3, la valeur de la résistance thermique
Rrh-s), entre la jonction et le boitier de T3.

RTH(J-B) = 1,52°C/W /1

12-¢) En déduire la valeur de la résistance thermique Rrhy.a), entre la jonction de T3 et I'air

ambiant sachant que Rryg.a)= 35°C/W (RtHe-a) : résistance thermique entre le boitier et
I'air ambiant). 3

RTH(J-A) = RTH(J-B) + RTH(B-A) =152+ 35= 36,52°C/W /1

12-d) Calculer, a I'aide de la formule suivante, la température de jonction Tj atteinte par la
jonction de T3 lorsqu'il n’est pas monté sur un dissipateur, sachant que la température
ambiante Ta peut atteindre 40°C.

TJ —TA

P

RTH(J—A) =

Tj = (Rpyys_ sy X P) + TA = (36,52 x 10) + 40 = 405,2°C

"

12-e) Rechercher dans le document constructeur de T3, la température maximale Tumax que
peut atteindre la jonction du transistor T3.

T imax = 200°C /1

12-f) Valider la présence d’'un dissipateur sur T3 en comparant les résultats précédents.

Ty >Tumax donc un dissipateur s'impose. /1
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B.E.P. des Métiers de I'électronique Session 2006 Epreuve EP3

L Etude de la fonction FS5.2

il

13-a) A l'aide du schéma structurel de FS5.2, compléter le tableau suivant montrant Ia
commande de I'électrovanne.

CDE_D2 CDE_D1 Electrovanne
ov ov 2470
ov 24V X 0)
24V ov ov
24V 24v 00

/2

13-b) A l'aide du schéma structurel de FS5.2, compléter le tableau suivant montrant Ia
commande du moteur triphasé de la centrale hydraulique.

CDE P | CDE M] CcO1-A | cO1-B | co1-C CO2-A | CO2-B | CO2-C | Etat du moteur
ov ov F E F F F F En marche
v | av | & | 8§ 8] 0] 0 [0 alem

v | ov | @1 O 0 8 [ & [ § | ilaws
sty | aay © © © © © © & Caveit

Légende : F:Fermé

O : Ouvert

13-c) A laide du schéma structurel de FS5.2, com

commande du signal CONTROL MONTEE.

/3

pléter le tableau suivant montrant Ia

CDE_P |CDE_M| Cc0O1-D | co2-D Niveau de tension de
CONTROL _MONTEE
ov ov @ O 00
ov 24V © G 00
24V ov 2 © 00
24V 24V F & 4,7V
Légende : F: Fermé
O : Ouvert
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B.E.P. des Métiers de I'électronique Session 2006 Epreuve EP3

L Etude de la fonction FS5.4 j

14-a) Quel niveau de t'ension sur I'entrée PAL2 permet de fermer le contact du relais RL15 ?

Nivean OQO /1

14-b) Donner I'état de la DEL L2, sachant que la chaine de sécurité est fermée.

Lo 3ef £2 et allumee. /1

14-c) Donner I'expression littérale de Iintensité de courant Ip2 parcourue dans la DEL L2 en
fonction de la ddp V a ses bornes, de R74 et de Uz4vpe.

V.

| 24DC—VF

P2 _R74 /2

|

14-d) Calculer Ip; sachant que Ve = 1,6V et Usavoe = 24V.

24-16
fo2 =503 = 1024 /1
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